Physik – Praktikum

Versuch 10: Halleffekt: Driftgeschwindigkeit und Konzentration der Ladungsträger im Halbleiter
Verwendete Geräte / Materialien:

Probe: Platine mit daraufgelötetem Halbleiterkristall (Germanium)

(Mess)geräte: stabilisiertes Netzteil (DC), Strommesser, Spannungsmesser, Hallsonde

Sonstiges: Stabmagnet, Stativ + Klemmen zur Halterung der Platine und des

     Magneten, Verbindungskabel

Versuchsaufbau:



Durchführung:

Es wird eine Schaltung wie in der oberen Abbildung aufgebaut. Der Stabmagnet sollte nah über der Probe ohne Berührung plaziert sein und zwar so, dass ein weitgehend homogenes, statisches B-Feld gewährleistet wird. Zur Fixierung der beiden Elemente wird eine Klemmvorrichtung am Stativ verwendet.

Der Strom wird in 5mA-Schritten von 5 bis 30mA angelegt und jedes Mal die Hallspannung am Spannungsmessgerät abgelesen. Es ist darauf zu achten, dass die angelegte Stromstärke nicht den zugelassenen Höchststrom der Halbleiterprobe (hier: 50mA) übersteigt, da diese ansonsten durchbrennen kann. Die Messdaten (I und UH) werden tabellarisch erfasst.

Auswertung:

	Messergebnisse:
	errechnete Werte*:

	I [mA]
	UH [mV]
	vs [m/sec]
	n [1/m3]

	5
	6,1
	24,4
	2,56*1020

	10
	11,7
	46,8
	2,67*1020

	15
	17,9
	71,6
	2,62*1020

	20
	23,5
	94,0
	2,66*1020

	25
	28,9
	115,6
	2,70*1020

	30
	34,1
	136,4
	2,75*1020

	
	
	
	n= (2,66 ± 0,09)*1020


*Benötigte Formeln:
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(N – Anzahl freier Ladungsträger)
Ladungsträgerdichte 
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Die Anzahl freier Ladungsträger in einem reinen Halbleiter ist normalerweise gering. In Germanium beträgt n bei Raumtemperatur ungefähr 3*1019 1/m3. Deswegen kann man vermuten, dass die gemessene Ladungsträgerdichte dieser Halbleiterprobe durch bestehende Dotierung (z.B. mit Arsen) angehoben wurde. Die Ladungsträgerdichte entspricht dann dem Dotierungsgrad.
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B=50mT


(bestimmt mit Hilfe der Hallsonde)





h=5mm


s=10mm


d=1mm
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